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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件使用翻译法等同采用IEC61435:2013《核仪器仪表 辐射探测器用高纯度锗晶体 基本特

性的测量方法》。
本文件做了下列编辑性修改:
———更正国际标准原文中“常用符号定义对照表”表述错误的内容,包括:符号“f”与“F”的定义互

换、符号“K”改为“k”、符号“P”改为“ρ”、符号“T”[时间,单位为秒(s)]改为“t”、删除了符号

“()”及其定义,平均值采用上横线表示(例τr2)。
本文件由全国核仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC30)提出并归口。
本文件起草单位:核工业航测遥感中心、深圳市计量质量检测研究院。
本文件主要起草人:张积运、杜晓立、唐晓川、李名兆、管少斌、周宗杰、张长兴、梁永顺、刘金尧、

刘姗姗。 
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引  言

  探测器制造商需要有关晶体的具体参数来评估同轴探测器的特性,由于物理特性是变化的,仅通过

制造商的测量结果不能推算出完整的探测器性能指标。本文件定义了用于确定晶体基本参数(如电活

性杂质净浓度、深能级杂质中心浓度和晶体的晶体学特性)的测量方法。
高纯锗(HPGe)探测器用于探测电离辐射时,需要确定锗晶体的尺寸和纯度。由于材料的高电阻

率(温度在77K时,电阻率约为10kΩ·cm)、杂质补偿的程度导致的锗晶体生产时产生的特殊问题,以
及如何合理描述单个装置的大体积晶体杂质分布等方面的问题,现有的标准并没有涵盖。

高纯锗最重要的特征之一是电活性杂质净浓度(NA-ND),它决定了探测器工作时的耗尽电压。
通常采用指出n型或p型的范德堡法来确定(NA-ND),并对液氮浸泡的片状样品进行传递测量。采

用此技术时,(NA-ND)可以用电阻率或霍尔系数计算。通过对样品进行一系列的测量得到电阻率或

霍尔系数。
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核仪器仪表 辐射探测器用高纯度锗晶体
基本特性的测量方法

1 范围

本文件描述了测量高纯锗晶体基本特征的术语和试验方法。包括电活性杂质净浓度(NA-ND)、
深能级杂质中心浓度和晶体学特性。

本文件适用于γ射线和X射线辐射探测器用高纯锗晶体。此锗单晶的电活性杂质中心的净浓度

小于1011cm-3,通常是1010cm-3量级。
本文件中所列测试方法并非法定方法,但在工业中得到了广泛的应用,并为探测器制造商提供了可

验证的信息,满足了制造商的需求。
在GB/T7167—2008和GB/T11685—2003中给出了完整的组装锗探测器的试验方法。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2900.66—2004 电工术语 半导体器件和集成电路(IEC60050-521:2002,IDT)

GB/T2900.97—2016 电工术语 核仪器:物理现象、基本概念、仪器、系统、设备和探测器

(IEC60050-395:2014,IDT)1)

1) 国际标准原文的IEC60050-393:2003和IEC60050-394:2007已被IEC60050-395:2014代替。

3 术语、定义和符号

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1.1

半导体 semiconductor
两种载流子引起的总电导率通常在导体和绝缘体之间的一种材料。这种材料中的载流子浓度随外

部条件改变而变化。
注:术语半导体一般适用于载流子是电子或空穴的材料。

[来源:GB/T2900.66—2004,521-02-01]

3.1.2
高纯半导体探测器 highpuritysemiconductordetector
采用高纯度(如高电阻率)半导体材料的半导体探测器。
[来源:GB/T2900.97—2016,395-03-48]

3.1.3
霍尔效应 Halleffect
在导体和半导体中产生的与电流密度和磁感应强度矢量积成正比的电场强度。
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